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Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbędzie się w dniu  27 marca 2018 r. publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

 

mgr inż. Andrzeja Taube 

 

temat: :” Opracowanie wybranych elementów konstrukcji tranzystorów HEMT AlGaN/GaN 

do zastosowań w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur”. 

 
 

promotor – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej 

 

recenzenci: 

prof. dr hab. inż. Regina Paszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej 

prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski z Akademii Morskiej w Gdyni  

 

Obrona odbędzie się w dniu 27 marca 2018 r. w sali 116 na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych – Gmach im. Janusza Groszkowskiego, Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19; 

początek godz. 12.00
 
. 

 
  
Po adresem: www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-

doktorskich-streszczenia-i-recenzje zapewniony jest   na stronie Wydziału dostęp do tekstów 

streszczenia rozprawy i recenzji, jak również do tekstu rozprawy umieszczonej w Bazie Wiedzy 

Politechniki Warszawskiej.  

 

 

 
  
  

        Dziekan 

      

          
        prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Rada-Wydzialu/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje
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Autor: mgr inż. Andrzej Taube  

Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 

Tytuł pracy: “Opracowanie wybranych elementów konstrukcji tranzystorów HEMT AlGaN/GaN do 

zastosowań w elektronice wielkich częstotliwości, dużych mocy i wysokich temperatur” 

 

 

Azotki z III grupy układu okresowego ze względu na połączenie unikalnych właściwości 

elektrofizycznych w postaci wysokiej wartości ruchliwości i prędkości unoszenia elektronów, 

wysokiej wartości krytycznego natężenia pola elektrycznego oraz możliwości inżynierii przerwy 

energetycznej i tworzenia heterostruktur pozwalają na konstrukcję przyrządów półprzewodnikowych o 

znacznie lepszych parametrach w porównaniu z krzemowymi przyrządami mocy dla energoelektroniki 

oraz przyrządami półprzewodnikowymi w technologii arsenku galu dla mikrofalowej elektroniki 

mocy przy zachowaniu konkurencyjnych kosztów ich wytwarzania. 

Niniejsza praca poświęcona jest opracowaniu wybranych elementów konstrukcji tranzystorów HEMT 

AlGaN/GaN na podłożu z azotku galu do zastosowań mikrofalowych oraz na podłożu krzemowym do 

zastosowań w energoelektronice. W przypadku technologii wytwarzania tranzystorów HEMT 

AlGaN/GaN na podłożach z azotku galu, w związku ze znaczącą poprawą jakości monokrystalicznych 

podłoży azotku galu, natrafiono na kilka zasadniczych trudności związanych z realizacją struktur 

przyrządowych, w szczególności na problemy z uzyskaniem niskorezystywnych kontaktów omowych 

do materiałów o gęstości dyslokacji poniżej 1×10
5
 cm

-2
. W celu wykorzystania pełnego potencjału 

niskodyslokacyjnych heterostruktur HEMT AlGaN/GaN w pracy doktorskiej opracowano następujące 

elementy konstrukcji przyrządów: niskorezystywne i odporne termicznie  kontakty omowe z 

wykorzystaniem wysokodomieszkowanych warstw n
+
-InGaN:Si/n

+
-GaN:Si w obszarach 

podkontaktowych, odporne termicznie kontakty Schottky'ego do obszarów n-GaN z wykorzystaniem 

metalizacji Ru-Si-O oraz planarną izolację przyrządów wykonywaną techniką implantacji jonów glinu. 

W konstrukcji wysokonapięciowych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN na podłożach krzemowych 

kluczowe jest zawsze uzyskanie określonego napięcia przebicia (VBR) przy zachowaniu małej wartości 

prądu zaporowego i możliwie niskiej rezystancji w stanie włączenia (Ron). W celu zwiększenia 

napięcia przebicia tranzystorów HEMT AlGaN/GaN w pracy doktorskiej opracowano następujące 

elementy konstrukcji przyrządów: kontakty drenu w postaci złącza Schottky'ego oraz elektrody 

polowe bramki i drenu o zoptymalizowanej geometrii. 

Opracowanie technologii niskorezystywnych kontaktów omowych i planarnej izolacji pozwoliło na 

realizację w ITE tranzystorów HEMT AlGaN/GaN na monokrystalicznych podłożach GaN  o niskiej 

gęstości dyslokacji (poniżej 1×10
5
 cm

-2
), których parametry (gęstość prądu wyjściowego, 

częstotliwości pracy) nie ustępują parametrom komercyjnych tranzystorów HEMT AlGaN/GaN 

wytwarzanych na podłożach SiC. Zastosowanie elektrody polowej w obszarze bramki i drenu 

pozwoliło na realizację w ITE tranzystorów HEMT AlGaN/GaN na podłożach krzemowych o napięciu 

przebicia przekraczającym 1100V, przy czym wzajemna zależność ich parametrów VBR i Ron nie 

odbiega od najlepszych wyników prezentowanych w literaturze. Wartość uzyskanego w ramach pracy 

eksperymentalnej współczynnika jakości, wiążącego oba wspomniane parametry i zdefiniowanego w 

dalszej części rozprawy, jest osiągana w przypadku struktur przyrządowych na podłożach 

krzemowych wytwarzanych przez najbardziej doświadczone w tej tematyce zespoły badawcze, będące 

bez wątpienia liderami w rozwoju opisywanej technologii. 
























